
 

 1עמוד  2020 טתשע" אביב' אמועד  – פתרון למבחן מה"ט אלקטרוניקה ספרתית
 סינגאלובסקי אורט מכללת , פופקו ביוצ וביץישראל הרשק :יםמחבר

 באלקטרוניקה ספרתית ת מה"טפתרון מוצע לבחינ

 'אמועד  2020 אביב
 סינגאלובסקי אורט מכללת צבי פופקו,ים: ישראל הרשקוביץ ומחבר

 

 :1שאלה מספר 

 

 נכון .א

 
 

 .Bשנכנס במבוא מה  את ההיפך של Fקבל במוצא נ A=0כאשר 
 .Bאת מה שנכנס במבוא  Fנקבל במוצא  A=1כאשר 

 
 לא נכון .ב

211 = 210 ⋅ 2 = 2𝑘𝑏𝑦𝑡𝑒 
 
 לא נכון .ג

מתח המוצא יהיה תוצאה  זמן רב מאוד, לאחר Vאם נחבר למעגל שבציור אות מדרגה 

 מפני שהקבל יהווה נתק., וזאת 𝑅2 -ו 𝑅1של מחלק המתח בין הנגדים 

𝑉𝑜 =
𝑉𝑖𝑛 ∙ 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 

 
 נכון .ד

 .מסמכים מלאים 3 -חצה ובעזרת מסכם למסיביות  4מסכם בין ניתן לממש 
 להלן השרטוט:

 
 

 
 
 
 
 
 
 

H.A F.A F.A F.A 



 

 2עמוד  2020 טתשע" אביב' אמועד  – פתרון למבחן מה"ט אלקטרוניקה ספרתית
 סינגאלובסקי אורט מכללת , פופקו ביוצ וביץישראל הרשק :יםמחבר

 :2שאלה מספר 

 

 
 
 
 

 סוג המסנן:
 ביר מע

 נמוכים/גבוהים

 קבוע הזמן

𝝉 

 סופימתח מוצא 
 לאחר זמן רב

𝑽∞ 

מתח מוצא 
התחלתי בזמן 

 המפסקסגירת 
𝑽𝟎+ 

 מעגל

(𝑅1||𝑅2) גבוהים ⋅ 𝐶 𝐸 ∙ 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 

E 'א 

𝐿 וכיםנמ

(𝑅1||𝑅2)
 

E 𝐸 ∙ 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 

 ב'

(𝑅1||𝑅2) נמוכים ⋅ 𝐶 𝐸 ∙ 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 

 ג' 0

𝐿 נמוכים

(𝑅1||𝑅2)
 

𝐸 ∙ 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 

 ד' 0

 
 
 
 

 



 

 3עמוד  2020 טתשע" אביב' אמועד  – פתרון למבחן מה"ט אלקטרוניקה ספרתית
 סינגאלובסקי אורט מכללת , פופקו ביוצ וביץישראל הרשק :יםמחבר

 
 

 :3שאלה מספר 
 

  .א
 

𝑉+ =
𝑉𝑜𝑢𝑡 ∙ 𝑅1

𝑅1 + 𝑅2
+

𝑉𝐷𝐶 ∙ 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 

 

𝑉+1
=

20 ∙ 2

4
+

4 ∙ 2

4
= 12𝑉 

 

𝑉+2
=

0 ∙ 2

4
+

4 ∙ 2

4
= 2𝑉 

 

 

Vo 

Vin 
V2 V12 

V20 



 

 4עמוד  2020 טתשע" אביב' אמועד  – פתרון למבחן מה"ט אלקטרוניקה ספרתית
 סינגאלובסקי אורט מכללת , פופקו ביוצ וביץישראל הרשק :יםמחבר

  .ב

 
  .ג

𝜏𝑜𝑛 = (𝑅3||𝑅4) ∙ 𝐶 = (10𝑘||10𝑘) ∙ 1µ = 5𝑚𝑠𝑒𝑐 
 
𝜏𝑜𝑓𝑓 = 𝑅3 ∙ 𝐶 = 10𝑘 ∙ 1µ = 10𝑚𝑠𝑒𝑐 

 :ONבמצב 

𝜏 = 5𝑚𝑠𝑒𝑐 
𝑉∞ = 20𝑉 
𝑉0+ = 2𝑉 
𝑉(𝑡) = 12𝑉 
 

𝑉(𝑡) = 𝑉∞ − (𝑉∞ − 𝑉0+) ∙ 𝑒
−𝑡
𝜏  

12 = 20 − 18 ∙ 𝑒−
𝑡
5   ⇒ 𝑡𝑜𝑛 = 4.05𝑚𝑠𝑒𝑐 

 
 :OFFבמצב 

𝜏 = 10𝑚𝑠𝑒𝑐 
𝑉∞ = 0𝑉 
𝑉0+ = 12𝑉 
𝑉(𝑡) = 2𝑉 

 

𝑉(𝑡) = 𝑉∞ − (𝑉∞ − 𝑉0+) ∙ 𝑒
−𝑡
𝜏  

2 = 0 − (0 − 12) ∙ 𝑒−
𝑡
10 

2 = 12 ∙ 𝑒−
𝑡
10   ⇒ 𝑡𝑜𝑓𝑓 = 17.9𝑚𝑠𝑒𝑐 

𝑇 = 𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓 = 4.05 + 17.9 = 21.95𝑚𝑠𝑒𝑐 

𝐹 =
1

𝑇
= 𝟒𝟓. 𝟓𝑯𝒛 

𝐷. 𝐶 =
𝑡𝑜𝑛

𝑇
𝑥100% = 𝟏𝟖. 𝟒𝟓% 



 

 5עמוד  2020 טתשע" אביב' אמועד  – פתרון למבחן מה"ט אלקטרוניקה ספרתית
 סינגאלובסקי אורט מכללת , פופקו ביוצ וביץישראל הרשק :יםמחבר

 

 :4ה מספר שאל
  .א

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6עמוד  2020 טתשע" אביב' אמועד  – פתרון למבחן מה"ט אלקטרוניקה ספרתית
 סינגאלובסקי אורט מכללת , פופקו ביוצ וביץישראל הרשק :יםמחבר

  .ב

𝐹 = 𝐴𝐵̅𝐶 + 𝐴̅𝐶̅ + 𝐴𝐵̅ + 𝐵𝐶̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
= 𝐴𝐵̅𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ (𝐴̅𝐶̅ + 𝐴𝐵̅ + 𝐵𝐶̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) = 

= (𝐴̅ + 𝐵 + 𝐶̅)(𝐴̅𝐶̅ + 𝐴𝐵̅̅̅ ̅̅ ∙ 𝐵𝐶̅̅̅ ̅̅ ) = 

= (𝐴̅ + 𝐵 + 𝐶̅)(𝐴̅𝐶̅ + (𝐴̅ + 𝐵)(𝐵̅ + 𝐶)) = 

= (𝐴̅ + 𝐵 + 𝐶̅)(𝐴̅𝐶̅ + 𝐴̅𝐵̅ + 𝐴̅𝐶 + 𝐵𝐵̅ + 𝐵𝐶) = 
= (𝐴̅ + 𝐵 + 𝐶̅) ∙ [𝐴̅(𝐶̅ + 𝐵̅ + 𝐶) + 𝐵𝐶] = 
= (𝐴̅ + 𝐵 + 𝐶̅)(𝐴̅ + 𝐵𝐶) = 
= 𝐴̅ + 𝐴̅𝐵𝐶 + 𝐴̅𝐵 + 𝐵𝐶 + 𝐴̅𝐶̅ + 𝐵𝐶𝐶̅ = 
= 𝐴̅(1 + 𝐵𝐶 + 𝐶̅) + 𝐵𝐶 = 
𝐹 = 𝐴̅ + 𝐵𝐶 
 

 
 

 
 
 
 



 

 7עמוד  2020 טתשע" אביב' אמועד  – פתרון למבחן מה"ט אלקטרוניקה ספרתית
 סינגאלובסקי אורט מכללת , פופקו ביוצ וביץישראל הרשק :יםמחבר

 :5שאלה מספר 
 

101⃗⃗שתזהה  MOOREמסוג מכונה  ⃗⃗ ⃗⃗ 100⃗⃗או   ⃗  ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 
 

  .א

 
 

  .ב
 

Y 
 

N.S 
 

𝑿 = 𝟎   𝑿 = 𝟏 

P.S 

0 B A A 

0 B C B 

0 E D C 

1 B A D 

1 B C E 

 

 

0 

 



 

 8עמוד  2020 טתשע" אביב' אמועד  – פתרון למבחן מה"ט אלקטרוניקה ספרתית
 סינגאלובסקי אורט מכללת , פופקו ביוצ וביץישראל הרשק :יםמחבר

 מוצא
 
Y 

 עירור
 

𝑫𝟐      𝑫𝟏         𝑫𝟎 

 טבלת מעברים
N.S 

𝑸𝟐     𝑸𝟏        𝑸𝟎 

P.S 
 

𝑸𝟐     𝑸𝟏     𝑸𝟎           𝑿    

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 

0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 B 

0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 C 

0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 D 

1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 E 

1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Φ Φ Φ 
0 1 0 1 F 

1 1 0 1 

0 0 1 1 G 

1 0 1 1 

0 1 1 1 H 

1 1 1 1 

 
 ג.

 
 

 
  



 

 9עמוד  2020 טתשע" אביב' אמועד  – פתרון למבחן מה"ט אלקטרוניקה ספרתית
 סינגאלובסקי אורט מכללת , פופקו ביוצ וביץישראל הרשק :יםמחבר

 

𝐷2 = 𝑄1𝑄̅0𝑋 
𝐷1 = 𝑄2𝑋̅ + 𝑄1𝑄̅0𝑋̅ + 𝑄̅1𝑄0𝑋 
𝐷0 = 𝑄̅1𝑋 + 𝑄0𝑋 + 𝑄1𝑄̅0𝑋̅ = 𝑋(𝑄̅1 + 𝑄0) + 𝑄1𝑄̅0𝑋̅ 
𝑌 = 𝑄2 + 𝑄1 ∙ 𝑄0 
 

 
 

  



 

 10עמוד  2020 טתשע" אביב' אמועד  – פתרון למבחן מה"ט אלקטרוניקה ספרתית
 סינגאלובסקי אורט מכללת , פופקו ביוצ וביץישראל הרשק :יםמחבר

 :6שאלה מספר 
 

  .א
𝑉𝑜אופיין מעבר  = 𝑓(𝑉𝑖) 

𝐷1 − 𝑂𝑁,𝐷2 − 𝑂𝑁,𝐷3 − 𝑂𝐹𝐹   

 
 לפי משפט ההרכבה:

𝑉𝑜 =
(𝑉𝑖 + 4)(𝑅2||𝑅4)

𝑅1 + (𝑅2||𝑅4)
−

6(𝑅1||𝑅4)

𝑅2 + (𝑅1||𝑅4)
 

 

𝑉𝑜 = 0.63𝑉𝑖 + 1.26 
𝐷2  כאשר תפסיק להוליך𝑉𝑜 = 6𝑉ב זה את , נחשב במצ𝑉𝑖: 

−6 = 0.63𝑉𝑖 + 1.26   ⇒ 𝑉𝑖 = −11.52𝑉 
 
−𝟒𝑽 ≥ 𝑽𝒊 ≥ −𝟏𝟏. 𝟓𝟐𝑽 

𝐷1 − 𝑂𝑁,𝐷2 − 𝑂𝐹𝐹,𝐷3 − 𝑂𝐹𝐹   
 

 

𝑉𝑜 = (𝑉𝑖 + 4) ∙
𝑅4

𝑅1 + 𝑅4
= 0.8𝑉𝑖 + 3.2 

𝐷1 כאשר  ךילתפסיק להו𝑉𝑖 = −4𝑉 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11עמוד  2020 טתשע" אביב' אמועד  – פתרון למבחן מה"ט אלקטרוניקה ספרתית
 סינגאלובסקי אורט מכללת , פופקו ביוצ וביץישראל הרשק :יםמחבר

𝑽𝒊 ≥ −𝟒𝑽 
𝐷1 − 𝑂𝐹𝐹,𝐷2 − 𝑂𝐹𝐹,𝐷3 − 𝑂𝐹𝐹   
 
𝑉𝑜 = 0 
 

 
 
 

  .ב

 
 
 



 

 12עמוד  2020 טתשע" אביב' אמועד  – פתרון למבחן מה"ט אלקטרוניקה ספרתית
 סינגאלובסקי אורט מכללת , פופקו ביוצ וביץישראל הרשק :יםמחבר

 :7מספר  השאל              
 

  .א
 

𝑊𝑇 𝑊2 𝑊1 C B A  

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 0 0 1 

1 0 1 0 1 0 2 

1 1 0 1 1 0 3 

0 0 1 0 0 1 4 

1 1 0 1 0 1 5 

0 0 0 0 1 1 6 

1 0 1 1 1 1 7 

 

 

 
  ב.    

         
 

𝑊1 = 𝐵̅ + 𝐴𝐶̅ + 𝐴̅𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
= 𝐵 ∙ 𝐴𝐶̅̅̅ ̅̅ ∙ 𝐴̅𝐶̅̅ ̅̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13עמוד  2020 טתשע" אביב' אמועד  – פתרון למבחן מה"ט אלקטרוניקה ספרתית
 סינגאלובסקי אורט מכללת , פופקו ביוצ וביץישראל הרשק :יםמחבר

 ג.     
 

 
 

𝑊𝑇 = 𝐴̅𝐵 + 𝐴𝐶 
 

 
 :8אלה מספר ש
 

 .ת לנגד הגדול ביותרמכיוון שמחובר , LSBסיבית  – 𝐷0 .א
𝐷3 –  סיביתMSB.מכיוון שמחוברת לנגד הקטן ביותר , 

2𝑛מספר רמות מתח:  = 24 = 16   
 

  .ב

𝑉𝑜(𝐿𝑆𝐵) = −
2𝑅

𝑅
⋅ 𝑉𝑅𝐸𝐹 = −

1

8
∙ (−6) = 0.75V 

 
  .ג

𝑉𝑜(1101) = 13 ∙ 𝑉𝑜(𝐿𝑆𝐵) = 13 ∙ 0.75 = 9.75𝑉 

 
𝑉𝑜(𝑛) .ד = 𝑛 ∙ 𝑉𝑜(𝐿𝑆𝐵) 

𝑛 =
𝑉𝑜(𝑛)

𝑉𝑜(𝐿𝑆𝐵)
=

3

0.75
= 4 

𝟒 = 𝟎𝟏𝟎𝟎 
 

  .ה
. משוקלליםדים על החוקיות של נגמפסק וחובה לשמור ניתן להוסיף עוד על מנת לשפר רזולוציה 

 .𝐷4למפסק  0.5Rנגד כך למשל ניתן להוסיף 
 .2-כל מפסק שנוסיף משפר את הרזולוציה פי

 


